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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年2月26日(2009.2.26)
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【公開日】平成20年11月6日(2008.11.6)
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月7日(2009.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を提供するステップと、
　前記基板上に、二次元電子ガスを含むIII族窒化物ヘテロ接合を形成するステップであ
って、前記III族窒化物ヘテロ接合が、第１のIII族窒化物と、該第１のIII族窒化物上に
形成された第２のIII族窒化物を含み、前記第１のIII族窒化物と前記第２のIII族窒化物
が異なる禁止帯を有し、
　変更領域を有する二次元電子ガスを得るために、該二次元電子ガスの密度を変更するス
テップと、
　前記二次元電子ガスの前記変更領域上にゲートを形成するステップと、
　前記ゲートの一方の側に対向して形成された前記III族窒化物ヘテロ接合上に一方のオ
ーミックコンタクトを形成するステップと、
　前記ゲートの他方の側に対向して形成された前記III族窒化物ヘテロ接合上に他方のオ
ーミックコンタクトを形成するステップと
　を有することを特徴とする半導体デバイスの製造方法。
【請求項２】
　前記変更ステップが、前記二次元電子ガスを遮断することを特徴とする請求項１に記載
の半導体デバイスの製造方法。
【請求項３】
　前記変更ステップが、前記III族窒化物ヘテロ接合を修正ステップによって実行される
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項４】
　前記修正ステップが、前記III族窒化物ヘテロ接合中にドーパントを注入することを特
徴とする請求項３に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項５】
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　前記修正ステップが、前記III族窒化物ヘテロ接合中にイオンを注入することを特徴と
する請求項３に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項６】
　前記修正ステップが、第１のIII族窒化物中にドーパントを注入することを特徴とする
請求項３に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項７】
　前記修正ステップが、第１のIII族窒化物中にイオンを注入することを特徴とする請求
項３に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項８】
　前記修正ステップが、第２のIII族窒化物中にドーパントを注入することを特徴とする
請求項３に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項９】
　前記修正ステップが、第２のIII族窒化物中にイオンを注入することを特徴とする請求
項３に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１０】
　前記修正ステップが、第２のIII族窒化物中に拡散ドーパントを注入することを特徴と
する請求項３に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１１】
　前記修正ステップが、第２のIII族窒化物の領域を酸化することを特徴とする請求項３
に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１２】
　前記修正ステップが、第２のIII族窒化物の領域を窒化することを特徴とする請求項３
に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１３】
　前記修正ステップが、前記III族窒化物ヘテロ接合の領域中に格子損傷を引き起こすこ
とを特徴とする請求項３に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１４】
　前記変更ステップが、前記III族窒化物ヘテロ接合上にＰ型III族窒化物層を形成するこ
とを特徴とする請求項１に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１５】
　前記変更ステップが、前記第２のIII族窒化物中に凹部を形成することを特徴とする請
求項１に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１６】
　前記凹部が、傾斜した側壁を有することを特徴とする請求項１５に記載の半導体デバイ
スの製造方法。
【請求項１７】
　前記ゲートが、前記第２のIII族窒化物にショットキ結合していることを特徴とする請
求項１に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１８】
　前記ゲートが、前記第２のIII族窒化物から絶縁されていることを特徴とする請求項１
に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１９】
　前記第１のIII族窒化物がＧａＮからなり、前記第２のIII族窒化物がＡｌＧａＮからな
ることを特徴とする請求項１に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項２０】
　第１のIII族窒化物材料と第２のIII族窒化物材料との間の界面に形成され、前記２つの
III族窒化物材料は異なる面内格子定数又は異なる禁止帯を有する伝導チャンネルと、
　前記伝導チャンネル中に遮断領域を形成するために、前記第１のIII族窒化物材料と前
記第２のIII族窒化物材料のいずれかの内側に形成される修正部分と、
　前記伝導チャンネルに接続され、チャンネル電流を伝達する電流伝達電極と、
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　前記遮断領域上を覆うように配置され、前記伝導チャンネル中における電流の伝達を行
なうように前記遮断領域を元に戻すことを可能にするゲート電極と
　を備えたことを特徴とするエンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項２１】
　前記ゲート電極が、ショットキコンタクトであることを特徴とする請求項２０に記載の
エンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項２２】
　前記ゲート電極と前記第１のIII族窒化物材料との間に絶縁層を備えていることを特徴
とする請求項２０に記載のエンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項２３】
　前記第１のIII族窒化物材料がＡｌＧａＮで、前記第２のIII族窒化物材料がＧａＮであ
ることを特徴とする請求項２０に記載のエンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項２４】
　前記修正部分が、注入領域を含んでいることを特徴とする請求項２０に記載のエンハン
スメント型III族窒化物デバイス。
【請求項２５】
　前記注入領域が、前記第１のIII族窒化物材料の内側にあることを特徴とする請求項２
４に記載のエンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項２６】
　前記注入領域が、前記第２のIII族窒化物材料の内側にあることを特徴とする請求項２
４に記載のエンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項２７】
　前記注入領域が、Ｐ型イオンであることを特徴とする請求項２４に記載のエンハンスメ
ント型III族窒化物デバイス。
【請求項２８】
　前記Ｐ型イオンが注入されていることを特徴とする請求項２７に記載のエンハンスメン
ト型III族窒化物デバイス。
【請求項２９】
　前記Ｐ型イオンが拡散されていることを特徴とする請求項２７に記載のエンハンスメン
ト型III族窒化物デバイス。
【請求項３０】
　前記Ｐ型イオンが、Ｍｇ，Ｆｅ，Ｃｒ，Ｚｎのいずれかであることを特徴とする請求項
２７に記載のエンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項３１】
　前記修正部分が、酸化領域からなることを特徴とする請求項２０に記載のエンハンスメ
ント型III族窒化物デバイス。
【請求項３２】
　前記修正部分が、窒化領域からなることを特徴とする請求項２０に記載のエンハンスメ
ント型III族窒化物デバイス。
【請求項３３】
　前記修正部分が、格子損傷からなることを特徴とする請求項２０に記載のエンハンスメ
ント型III族窒化物デバイス。
【請求項３４】
　電流の流れを選択的に可能とする半導体デバイスであって、
　基板と、
　該基板上を覆うＧａＮ層と、
　該ＧａＮ層上を覆うＡｌＧａＮ層を有し、前記ＧａＮ層と前記ＡｌＧａＮ層のいずれか
が、遮断領域を有する伝導チャンネルを形成するために修正され、
　前記伝導チャンネル中における電流の伝達を行なうように、前記伝導チャンネル中の前
記遮蔽領域を元に戻すために前記遮断領域上を覆うように形成されたゲート電極とを備え
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、
　前記ゲート電極下に形成されたイオン注入領域が、前記遮蔽領域において結果として生
じるように前記伝導チャンネルを遮断することを特徴とする半導体デバイス。
【請求項３５】
　第１のIII族窒化物材料と第２のIII族窒化物材料との間の界面に形成され、前記２つの
III族窒化物材料は異なる面内格子定数又は異なる禁止帯を有する伝導チャンネルと、
　該伝導チャンネルに接続され、チャンネル電流を伝達する電流伝達電極と、
　前記第１のIII族窒化物材料上を覆うように配置されたゲート電極と、
　該ゲート電極と前記第１のIII族窒化物材料との間に配置されたＰ型半導体と
　を備えたことを特徴とするエンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項３６】
　前記Ｐ型半導体が、III族窒化物半導体からなることを特徴とする請求項３５に記載の
エンハンスメント型III族窒化物デバイス。
【請求項３７】
　前記Ｐ型半導体が、ＧａＮからなることを特徴とする請求項３６に記載のエンハンスメ
ント型III族窒化物デバイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体デバイスの製造方法及びエンハンスメント型III族窒化物デバイス
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイスの製造方法及びエンハンスメント型III族窒化物デバイスに
関し、より詳細には、エンハンスメント型III族窒化物デバイス、特に、III族窒化物材料
に基づいた電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）の製造方法及びエンハンスメント型III族窒
化物デバイスに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、起動及
び他の形態の間の電流伝導の問題を回避するために、III族窒化物材料系において実現さ
れたエンハンスメント型III族窒化物デバイスなどの半導体デバイスの製造方法及びエン
ハンスメント型III族窒化物デバイスを提供することにある。
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